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STRESZCZENIA ARTYKULOW PRACOWNIKOW ITME

Nucleation mechanism of 6H-SiC polytype
inclusions inside 15R-SiC crystals

Y. Zhang!, H. Chen', G. Choi', B. Raghothamachar!,
M. Dudley's, J. H. Edgar?, Krzysztof Grasza®, Emil
Tymicki?, L. Zhang', D. Su‘, Y. Zhu'
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Journal of Electronic Materials, 39, 6 (2010) 799-804

A model is presented for the nucleation mecha-
nism of 6H-SiC polytype inclusions inside 15R-SiC
boules. Inhomogeneous densities of screw disloca-
tions lead to uneven growth rates, resulting in com-

plex step overgrowth processes which can partially
suppress the Burgers vector of a 15R 1¢ screw dislo-
cation through the creation of Frank faults and Frank
partial dislocations. Combined with stacking shifts
induced by the passage of basal plane partial dislo-
cations, it is shown that the partial Burgers vector
suppression can leave behind a residual 6H 1c dislo-
cation, which then acts as a nucleus for reproduction
of 6H-SiC structure in the 15R-SiC crystal.

Polytypism study in SiC epilayers using elec-
tron backscatter diffraction

Kinga Ko$ciewicz'?, Wlodek Strupinski’, Wojciech
Wierzchowski’, K. Wieteska®, A. Olszyna'

! Faculty of Materials Science and Engineering, Warsaw
University of Technology, ul. Wotoska 141, 02-507
Warszawa

? Institute of Electronic Materials Technology, ul.
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Streszezenia artykutéw pracownikow ITME

Materials Science Forum, 654-648 (2010) 251-254

The electron backscatter diffraction (EBSD) detec-
tor placed inside a commercial scanning electron
microscope (SEM) has been used to study of dif-
ferent SiC polytypes. Different growth conditions
in chemical vapor deposition (CVD) method were
applied to obtain the 3C- and substrates. The growth
temperature was in the range of 1300-1620°C and the
reactor pressure was 75 mbar. The initial C/Si ratio
at the first stage of the growth clearly influences the
4H/3C factor. The growth temperature and ramping
of the C/Si ratio were the main parameters to achieve
a homogeneous 3C and 4H-SiC epitaxial layers.

High-spatial resolution ellipsometry of con-
tinuous graphene films

P. E. Gaskell', H. S. Skulason', Wlodek Strupinski?, T.
Szkopek!

! Department of Electrical Computer Engineering, McGill
University, 3480 University Street, Montreal H3A-2A7,
Canada

? Institute of Electronic Materials Technology, ul.
Wolczynska 133, 01-919 Warszawa

Optic Letters, 35, 6 (2010) 3336-3338

An ellipsometer with 3 x 5 um spot size constructed
with a single focusing and imaging element is used
to measure graphene film thickness on glass and SiC.
Single atomic layer sensitivity has been achieved.
Ellipsometric sensitivity to graphene layer number
increases with decreasing layer number and decreas-
ing substrate refractive index.

Electromagnetic properties of complex eutec-
tic structures

Andrzej Stefaiski'?, M. Kafesaki’*, Dorota A.
Pawlak!

' Institute of Electronic Materials Technology, ul.
Wodlczynska 133, 01-919 Warszawa
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Electromagnetic Waves in Complex Eutectic Structures,

International Symposium on Electromagnetic Theory
EMTS 2010 (16-19.08.2010, Berlin, Germany)

In this paper propagation of electromagnetic waves
in selfrorganized eutectic structures with SRR-like
inclusions is studied through modelling. The focus is
to examine the electromagnetic response of two dif-
ferent-size SRR, in close proximity with each other,
and how their interaction affects this response. Under
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certain conditions a double non-disturbed resonance
has been observed in a material containing SRRs
with two different dimensions.

Investigation on electrical and microstructural
properties of thick film lead-free resistor series
under various firing conditions

Konrad Kielbasinski'?, Malgorzata Jakubowska'?,
Anna Mlozniak', M. Hrovat*, J. Holc¢* D. Belavic®

! Institute of Electronic Materials Technology, ul.
Wolczynska 133, 01-919 Warszawa
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4 Josef Stefan Institute, Ljubljana. Slovenia
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Journal of Materials Science: Mater. Electron 21 (2010)
1099-1105

The paper presents investigation of four lead free
thick film resistor pastes, developed at ITME, de-
noted R-100, R-1k, R-10k and R-100k with sheet
resistivities of 0,1, 1, 10 and 100 k€¥/o, respectively.
The resistors were based on RuO, as the conductive
phase. The aim of the work was to evaluate the in-
fluence of firing conditions of the resistive pastes on
a sintering process. The pastes were screen printed
onto alumina substrate with prefired AgPd leas-free
terminations. They were fired at several temperatures
from 750 to 950°C for 10 min at peak temperature, as
well as fired at the highest temperature for 6 h, in or-
der to bring the sintering process into the equilibrium.
The properties of the resistors, i.e., sheet resistiv-
ity and temperature coefficient of resistance (TCR),
microstructure changes, glass crystallization upon
firing, etc., were examined. Dried and fired resistor
samples were evaluated by X-ray diffraction analysis
and by the scanning electron microscopy. The RuO,
conductive phase maintained the same crystal struc-
ture regardless of the firing conditions.
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Redakcja czasopisma Materiaty Elektroniczne prosi o nadsytanie artykutow poczta
elektroniczng pod adres ointe@sp.itme.edu.pl lub na nosniku magnetycznym
w nastepujacych formatach:

Tekst (edytory tekstu) Grafika

Word 6.0lub7.0 PCX, TIF, BMP, WEM, WPG

1. Grafika (materialy ilustracyjne) powinny by¢ zapisane w oddzielnych plikach. Kazdy
materiat ilustracyjny (rysunek, tabela, fotografia itp.) w innym. Pliki mogg by¢ poddane
kompres;ji: ZIP, ARJ.

2. Objetosé do15str

3. Tekst powinien by¢ pisany w sposdb ciagly. Materialy ilustracyjne (rysunki,
tabele, fotografie itp.) powinny by¢ umieszczone poza tekstem. Podpisy do
rysunkow... itp. w jezyku: polskim i angielskim, rowniez winny byC zapisane
w oddzielnym pliku.

4. Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowaé sie nastepujgce elementy: tytut
naukowy, imie i nazwisko autora, nazwa miejsca pracy, adres pocztowy, e-mail. Na
Srodku stronicy tytut artykutu, rowniez w jezyku angielskim.

5. Materiaty ilustracyjne, streszczenie, bibliografia, wzory:

- Do artykutu nalezy dotgczy¢ streszczenie nie przekraczajgce 200 stow w jezyku
polskimi angielskim.

— W przypadku wzordw i materiaidw ilustracyjnych nie bedacych oryginalnym
dorobkiem autora/6w nalezy zacytowac ich zrodto, umieszczajac je w bibliografii.

— Wazory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi.

— Pozycje bibliograficzne nalezy podawa¢ w nawiasach kwadratowych w kolejnosSci
ich wystepowania.
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Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych jest wiodgeym polskim osrodkiem prowadzqcym
badania naukowe oraz prace badawezo-rozwojowe w zakresie fizyki ciata statego, projektowania
i technologii nowoczesnych materiatow, struktur i podzespotéw dla mikro- i nanoelektroniki,
fotoniki i inzynierii.

Bodaniate dotyczq nastepujgcych grup materiatow i ich zastosowan w postaci podzespotdw:

* materialy nowej generacji: grafen, metamaterialy, materialy samoorganizujqce sie i grodientowe, nanokrysztoly
tlenkowe w roznych matrycach {szkfo, tworzywa sztuczne);

* materialy potprzewodnikowe i ich zastosowania:

— monokrysztaty hodowane metodq Czochralskiego Si, GoAs, GoP, GaSh, InAs, InSh, InP i transportu z fazy gazowej SiC,
osrednicochdo [0 ¢cm;

— warstwy epitaksjalne pétprzewodnikowe uzyskiwane za pomocq metod (VO i MOCVO z Si, SiC, GaN, AIN, InN, GaAs,
GoP, GaSh, InP. InSh, oraz opartych o nie zwigzkdw potréjnych i poczwornych;

— podzespoty dlaelektronikii fotoniki: diody Schottky'ego, tranzystory FET i HEMT, lasery, fotodetektory IR i UV;

* materialy tlenkowe i ich zastosowania:

— monokrysztaly, YAG domieszkowany: (Nd, Yb, Er, Pr, Ho, Tm, Cr), YVO: {Nd, Tm, Ho, Er, Pr} i podwéjnie domieszkowany:
(Ho+Yb, Er+Yb), GdVO,: (Er, Tm); LuVO,: (Er, Tm); GdCoB: {Nd, Yb) dla zastosowan laserowych; kware, LiNbO,, LiTa0,,
SrBo,,, NbO, dla zastosowan elektrooptycznych i piezoelektrycznych; CoF, BaF, joko materialy przezroczyste;
(a,Gd0(BO), jako materiat nieliniowy oraz NdGoO,. SrLoGoO,, SrLoAlO,, jako materiaty podiozowe dla osadzania warstw
nadprzewodnikéw wysokotemperaturowych;

— szkta o zadanych charakterystykach spekiralnych i szkto aktywne;

— ceramiki(AL0, Y,0, 2t0, Si,N,), ceramiki przezroczyste i aktywne;
— warstwy epitaksjalne YAG: Nd, Crdlazastosowari laserowych;
— swiattowody specjalne, fotoniczne, aktywne i obrazowody;

— podzespoly dla elektroniki i fotoniki: filtry i rezonatory z akustyczng falq powierzchniowq; soczewki dyfrakeyjne,
maski chromowe do fotolitografii;

e inne materialy dla elektroniki:
— kompozyty metolowo-ceramiczne, kompozyty metalowe;

— zlqeza zaawansowanych materiotow ceramicznych (Si,N,, AIN), kompozytow ceromiczno-metalowych i ceramik
zmetalami;

— metale czyste (Go, In, Al, Cu, Zn, Ag, Sb);

— pasty doukladéw hybrydowych;

— materiaty dlajonowych ogniw litowych, ogniw paliwowych i kondensatoréw.
Instytut prowadzi réwniez badania i wykonuje ustugi w zakresie:

« innych technologii HI-TECH: fotolitografia, elekironolitografia, osadzanie cienkich warstw, trawienie, obrébka
fermiczna;

o charakteryzacji materiatéw: spekirometria mas i Mdsshauera, elekironowy rezonans paramagnetyczny (EPR),
rozpraszanie wsteczne Rutheforda (RBS), absorpcja atomowa, wysokorozdzielcza dyfrakeja rentgenowska, spektroskopia
optyczna i w podczerwieni (FTIR), pomiary widm promieniowania, fotoluminescencja, mikroskopia optyczna i skaningowa
mikroskopia elektronowa i sit atomowych (AFM); spektroskopia glebokich pozioméw: pojemnoiciowa (DLTS) i fotoprqdowo
(PITS), pomiary impedoncyjne i szuméw, temperaturowa analizo fazowa, pomiary dyfuzyjnosi ciepta.
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